Elektronika 2 (BMEVIMIA027) Zoltai

A maximalisan lapos esetben a hurokerdsités Bode diagramjanak elhelyezkedése
* 14 M r 14
Q, igy is irhato:
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Vagyis a maximalisan lapos esetben (ahol Q, = E): =
1

Az ennek megfeleld Bode diagram:
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Frekvencia- (fazis-) kompenzacio

Célja a hurokerdsités frekvenciamenetének olyan alakitasa, hogy a visszacsatolt erdsito stabil
legyen elegendd stabilitési tartalékkal.

Alabb a frekvenciakompenzacié modszereit a harompolustt hurokerdsités példajan mutatjuk
be. Az eldirt fazistartalék: ¢ =45°.
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A kiindulasi hurokerdsités:
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-180° alatt, emiatt instabil

1. modszer: 4j dominans poélus (wg)
wq —t ugy helyezziik el, hogy a -20 dB/D-os aszimptdta a 0 dB-es vonalat w;-nél érje el,
vagyis:

g = ®1/Hy
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2. mddszer: az elso toréspont balra tolasa az 6t meghatarozo idéallandé megnovelésével
(ha ez fizikailag lehetséges).

3. médszer: az elsé toréspont balra tolasa pélussemlegesitéssel (és 1j, o; frekvencidji
toréspont bevezetésével)
A hurokba a kdvetkez6 atviteli tényezd6jii blokkot kell beiktatni (ahol ®; = w,/Hy):

K
1+—
,

s
1+—
o,
4. modszer: a 3. modszer kombinalasa a masodik toréspont polussemlegesitéses jobbra
r r * o r
tolasaval az o, frekvenciara.
A sziikséges jarulékos atviteli tényez6 a masodik téréspont eltolasdhoz:

W,

S
1+ —;
@,

(Feltételek: (;)2* < m3 és 031**/031* = 032*/0)2.)

A kompenzdacios modszerek aramkori megvalositasa.

Valahol a hurokban, pl. két erdsitéfokozat taldlkozasanal a kovetkezd beavatkozasokat kell
végrehajtani. A kompenzacios alkatrészeket vastag vonal jeloli.

1. modszer:

R, Az (j tényez0 a hurokban:

- Cc 1+ S
CE T QR o,
2
T ahol: ®q= 1/Ce(RixR»)

14 . *
A o megvaltozik w; -ra, ahol:

HH o
-+
&

I
Ok

o1 = V[(C+C)(RiXR2)]

A H-t médositd tényezo:

7
=
9

[
=

$H

ahol: ®;=1/R.C. és
o1 = 1/Co(Re+R 1XRy)
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4. modszer:
a bevezetett Uj tényezok: az egyik

Ce hasonld a 3. modszernél bevezetettel, a
masik (ezt valdsitja meg a bal oldali
_______ S . kapcsolas):
d} 1
R m R 1+—
1 2 o,
______ — . g
I+—
W,

ahol ®, =1/RiCyp és
032* = 1/(R1XR2)Cc2.

Az egyes kompenzalasi modszerek kozotti f6 kiilonbség az, hogy a zart hurka erdsitésben
elért felsé hatarfrekvencia mas: jo kozelitéssel azzal a frekvenciaval egyezik meg, amelynél a
hurokerdsités amplitudo diagramja metszi a dB tengelyt.

2. Fejezet
Aktiv alkatelemek

Dioda (p-n atmenet)

Alapfogalmak: - Félvezetd
- Szennyezés
- Donor
- Akceptor
- Toltéshordozok (elektronok, lyukak, tobbségi és kisebbségi
toltéshordozok)
- n és p tipusu félvezetok

A p-n atmenet és a didda:

A didda kapcsolasi szimboluma karakterisztikdja €s egyenlete:

| 1 v
- [=lo(e” -1)
- ahol
U Io a telitési aram és

Ur a termikus fesziiltség.
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A termikus fesziiltség:
UT = k—T
e
ahol k a Boltzmann-allando (k=1,380-107% joule/kelvin = 8,617-107 elektronvolt/kelvin) T a

hémérséklet K-ben, e az elektron toltésének abszolut értéke (e = 1,6-10™"° Cb).

Néhany megjegyzendd szamadat:
A termikus fesziiltség értéke szobahémérsékleten (300 K = 27 °C):

Ur=26 mV.
(Pontosabban: 25,85 mV.)
A 0.1 mA és 10 mA kozé es6 aramtartomanyban a nyitoirdnyban eldéfeszitett diodan esd
fesziiltség kozelitod értéke:

Up=0.6V.
A vezet6 didda dinamikus ellendllasa fesziiltség aram szerinti derivaltja:
dU U,
I'D = =...K —
dI I

Bipolaris tranzisztor

A tranzisztor kiilonbozo rétegeinek szennyezettsége szerint n-p-n és p-n-p tipusu
tranzisztorrol beszéliink (az elsd betli a kollektor-, a mésodik a bazis-, a harmadik pedig az
emitter-réteg szennyezettségére utal).

A bipolaris tranzisztor elektroddin mérhetd fesziiltségek polaritdsa az un. normal aktiv
tartomdnyban:
Tipus: n-p-n
+ + A vonatkoztatasi alapnak valasztott emitter-potencidlhoz
Ie l képest a bazis (mintegy 0,6 — 0,7 V-tal) pozitivabb ¢és a
kollektor a bazisnal is pozitivabb potencialu (tipikusan
néhany volttal).

UBE\\l

Ig

Tranzisztor-hatas:

A vékony bazisréteg miatt a tranzisztor nem tekinthetd két didda egyszerti kombinacidjanak.
A nyitéiranyban eldfeszitett bazis-emitter p-n atmenet e bazisba az emitter fel6l belépd
elektronokat jelent. Ott kisebbségi toltéshordozoként a kollektor-bazis atmenetre nézve zard
iranyt pozitiv kollektor-fesziiltség hatasara a kollektor fel¢ aramlanak. Az elektronoknak csak
kis hanyada folyik a bazis elektroda felé. A kollektor- és a bazisdram aranyat a foldelt
emitteres tranzisztor egyenaramu daramerdsitési tényezdjének nevezziik. Az aramerdsitési
tényez6 megkozelitdleg fiiggetlen az aramoktdl. Jele B:

B=1

<
Iy
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Tipikus nagysagrendje: B = 100. Az alland6é aramerdsités teszi lehetévé, hogy a viszonylag
nagy kollektor-aramot (és a hozza tartozd6 nagy emitter-aramot is) a sokkal kisebb
bazisdrammal vezéreljiik.

A trangisgtor-hatds dsszefoglalva: habér a kollektor-bazis p-n atmenet zard irdnyban van

elofeszitve, mégis folyik rajta aram, és a nagyobb kollektor- (és emitter-) aram a sokkal
kisebb bazisairammal vezérelhetd.
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